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М2ТКП–350–1  

Предельно допустимые значения параметров модуля М2ТКП–350–1 

Tj=25°C, если не указано другое 

Наименование параметра, 
единицы измерения 

 Обозначение 
Условия 

измерения 

М2ТКП–350–1 

не менее не более 

Пробивное напряжение изоляции, 
В 

 Visol 
f=50 Гц, 
t=1 мин 

2500   

Напряжение сток-исток, В Vds max 
Vgs=0 B, 
Id≤200нА 

100   

Напряжение сток-затвор, В  Vdg max  
Vgs=0 B,  

Rg= 20 кОм, 
Id≤0,25 мА 

100  

Напряжение затвор-исток, В 
Vgs 
  

Vds=0 В, 
Igss=100 нА 

  ±20 

Номинальный постоянный ток 
стока, А 

Idном 
Vgs=10 В, 
Tj=25°C, 
Tj=100°C 

 
350 
230 

Импульсный ток стока, А  Idm  

Tj≤125°C, 
Vgs=±15В, 

Ls=≤50-70 нГн, 
tp≤10мкс, 
D≤0,2% 

1350  

Рассеиваемая мощность, Вт PD    780 

 

Постоянный ток обратного диода, 
А 

IFном 

Vgs=0 В, 
Tj=25°C, 
Tj=100°C 
Tj≤Tj max 

350 
230 

 

габариты: 94х34х36 мм 
установочные размеры: 80 мм 

масса, не более: 200 г  

Uds=100 В 
Rds(on)=4 мОм  

Id=350 A (T=25°С)  

 

-Напряжение пробоя изо-
ляции 2500В 
 
-Легко параллелятся 
 
-Низкое сопротивление 
Rds(on) 

 
-Допускают высокие ско-
рости нарастания напря-
жения 



Статические параметры модуля М2ТКП–350–1 

Tj=25°C, если не указано другое 

Наименование параметра, 
единицы измерения 

 Обозначение 
Условия 

измерения 

М2ТКП–350–1 

не менее не более 

Напряжение пробоя сток-исток, В  
(допустимый ток утечки стока, мА)  

 V(br)dss  
Vgs=0 B, 

 
при Id → мA 

100   

0,25  

Пороговое напряжение затвор-
исток, В  

Vgs(th)  
Vgs=Vds, 

 
при Id → мA 

2 4,5 

0,25 

Начальный ток стока, мА Idss(0)  

Tj=25°C, 
Tj=125°C , 
Vgs=0 B, 

Vdd=Vds=20 В 

 
0,4 
3 

Ток утечки затвор-исток, мА Igss 
Vgs=±20 B,  
Vds=0 B 

  ±200 

Тепловое сопротивление 
кристалл-корпус МОП-
транзистора, °C/Вт  

Rthjc  Tj≤150°C  0,13* 

Сопротивление ключей в 
открытом состоянии, мОм 

Rds(on)  

Vgs=10 B,  
Tj=25°C, 
Tj=125°C, 
tp≤200 мкс, 
D≤0,005, 
при Id → A  

 
4 
7,8 

230 

Прямое падение напряжения на 
обратном диоде, В  

 VFM  

Vgs=0 B,  
tp≤80 мкс, 
D≤2%, 

при If → A   

  1,3 

230 

Импульсный ток обратного диода, 
А 

 IFM 

Vgs=0 В, 
Tj=25°C, 
Tj≤Tj max, 
tp≤10 мкс, 

D≤2% 

1350   

Рабочая температура кристалла, 
°C 

Tj  -50 ÷ +150 

Температура хранения TSTG  -50 ÷ +125 

* для модуля 



Tj=25°C, если не указано другое 

Динамические параметры модуля М2ТКП–350–1 

Наименование параметра, 
единицы измерения 

 Обозначение 
Условия 

измерения 

М2ТКП–350–1 

типовое не более 

Входная емкость, нФ  Сiss 
Vgs=0 B,  
f=1 МГц, 
Vdd=25 В 

14,7   

Выходная емкость, нФ Сoss 
Vgs=0 B,  
f=1 МГц, 
Vdd=25 В 

 1,4  

Проходная емкость, нф  Сrss 
Vgs=0 B,  
f=1 МГц, 
Vdd=25 В 

0,9  

Полный заряд затвора, нКл Qg 
Id=230 А, 
Vdd=50 В 

420 580 

Время задержки включения, нс td(on) Vgs=10 B, 
Rg=3,3 Ом, 
tp≤300 мкс,  

D≤2%, 
Tj=125

  °C, 
 
 
 

при  Id  → A, 
при  Vdd  → В  

60 95 

Время нарастания, нс tr 90 135 

Время задержки выключения, нс td(off) 90 150 

Время спада, нс  tf  

85 150 

230 
50 

Время восстановления 
обратного диода, нс 

trr 
dIf/dt=100 А/

мкс, 
 
 

при  If  → A, 
при  VR  → В  

 70 90 

Полный заряд затвора, нКл 

80  

230 
50 
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Температура кристалла Тj, °С  

Id=350A

Ugs=10В


